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【はじめに】GaN系パワーデバイスの実現には低転位な GaN基板が必要である。我々は Naフラ

ックス法において微小 GaN結晶をサファイア基板上に配列したマルチポイントシード（MPS）を

種結晶として用いることにより低転位 GaN基板を作製している 1)。近年、後工程である有機金属

気相成長（MOCVD）法を用いたエピタキシャル成長工程において、リーク電流の原因となるステ

ップバンチングを抑制するためには、基板のオフ角が 0.5°以上に設定する必要があると報告され

ている 2)。しかしながら、これまでに我々が用いた MPS 基板のオフ角は a 方向に 0.2°程度であ

り、GaN結晶成長後の研磨工程においてオフ角を 0.5°程度に調整していた。そこで、本研究では

予め 0.5°以上のオフ角を付与した MPS基板を用いて結晶を育成し、成長層にオフ角が引き継が

れるかに加え、オフ角が結晶性に与える影響を調査した。 

【実験と結果】GaN結晶の a及び m方向それぞれに 0.2、0.6、1.0°程度のオフ角を付与したMPS

基板を種結晶として用いた。結晶成長には flux film coated 法 1)を用い、育成圧力及び温度はそれ

ぞれ 3 MPa及び 850～880℃とした。a方向に 0.2°及び 0.6°のオフ角を付与した MPS 基板のオ

フ角及び当該基板上に育成した結晶のオフ角を X線回折により測定した結果を Table. 1に示す。

成長層のオフ角は MPS 基板のオフ角と同等であることがわかった。次に育成した結晶における、

002回折及び 102回折 X線ロッキングカーブ（XRC）半値幅のオフ角依存性を Fig. 1に示す。a方

向にオフ角を有するMPS基板を用いて作製した結晶では、オフ角が大きくなる程半値幅が減少し

ていた。一方、m方向の結晶ではオフ角の依存性は見られなかった。以上より、MPS基板のオフ

角を変化させることで従来と同程度の結晶性かつ 0.5°以上のオフ角を持つ GaN 結晶を育成でき

ることがわかった。 
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Figure. 1  Relation between FWHM of XRCs and a-
direction and m-direction off-angle of MPS substrate 
.  
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 Table. 1 Measurement value of the a-direction off-
angle of MPS substrate and grown GaN crystal. 
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